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FOTOTRANZYSTOR | BPYP 27
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Fototranzystor BPYP 27 jest krzemowym przyrzadem epiplanarnym
typu n-p-n z wyprowadzong bazg. Fototranzystor jest wykonany
w obudowie typu T0-18 z piaskim qkné& szklanym.

Znajduje on zastosowanie w ukiadaoh automatyki i sterowania,
w przetwornikach analogowo-cyfrowych itp. Moze byé takze sto-
sowany jako fotodetektor w transoptorach.
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napieoie kolektor—baza = Usg =50V
Napiecie kolektor—emiter S Ueg =232V
Napiecie emiter-baza . UEB =57 N

Moc catkowita strat : Ptot = 150 m¥
Temperatura ztgoza = : tj = 100 °C
Zakres temperatury otoczenia tamb =402, +557C

W czasle pracy
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru | Sym— | Jedn. Wartosé Warunki po-

' : bol + [minc T Typ. [max. miaru
Natezenie pradu Tepoll 22| = - gaifiui e = 42 ¥
ciemnego ; : IB =0

.| Natezenie pradu IL mA 0,7 1,3 | = UCE' =57V
|-JanEeet, ‘ E_ = 1000 1x
' T, = 2856 K
Widmowy zakres AN Jam - |04 = UCE’ =5V

pracy o : ; e

DXugoéé fali dla Aopt Jam - 0,8 | -

maksymalnej czu—. : : )

Zoscl widmowe j R

Czas narastania b us | - 245 |'5 Uog =5V
impulsu prgdu :

fotoelektryocznego ID = 6 mA

| S Il

: : : s A = 0,9 um
Czas opadania 4 s = 295145 g 2/
impulsu pradu e | G : JiBa e 100£
fotoelektryczrego
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